
Transistor Bipolar
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TIEMPOS DE CONMUTACION

Ic vs IB



Tipos de Transistores
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CIRCUITOS TIPICOS
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V0 bajo con Luz

Vcc > Ic Rc   Modo activo  

Vcc < Ic Rc  Modo llave



DEMODULADOR





Esquema del Proceso de Diseño de Circuitos

Diseño Simulación Fabricacion

Hoja de datos Modelo Dispositivo

Niveles de Datos para el Diseño

• Manual con las hojas de datos (Máximos Absolutos y 
Características Eléctricas)

• Modelo matemático y parámetros del modelo para simulación

• Datos físicos del dispositivo (Tamaño, Montaje) 



Evolución del Modelo Matemático del TBJ

Eber & Moll Clasico (1954): Primer modelo. 

Funcionamiento ideal del TBJ. Solo efectos DC. Relación 

exponencial V - I.

Eber & Moll 1: Modelo modificado para simulación en 

computadoras

Eber & Moll 2: Efectos Capacitivos y Resistencia Parásitas

Eber & Moll 3: Modulación de ancho de base y 

Recombinación en Base

Gummel Poon (1970): Modificación del E&M 3 para 

facilitar la simulación en computadoras



•Los tres niveles de datos necesarios para el diseño requiere el 

conocimiento de los modelos matemáticos de dispositivos.

•Los fabricantes de dispositivos están publicando como datos 

de sus dispositivos los parámetros del modelo matemático.

•El conocimiento de un dispositivo hoy, además de su 

funcionamiento visto desde sus terminales y la física del 

mismo, debe incluir el manejo de modelos.

•Debemos capacitar al estudiante en un solido manejo de 

modelos y técnicas de simulación eléctrica como herramienta 

de diseño.

Utilice el modelo mas simple que cumpla la tarea de diseño

Conclusiones
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Características Eléctricas del Transistor Bipolar
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